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요 약  

 
최근 실리콘 나노와이어 는 뛰어난 전기적, 광학적, 기계적 특성으로 인해 초소형 센서 제작에 있어 다양한 구성 요소로 

연구되고 있다. 본 논문에서는 top-down 제작에서 습식 산화 및 나노리소그래피 공정을 제외하기 위해 deep reactive 

ion etching (DRIE)의 레시피를 조절하고 기존 MEMS lithography 방법만을 활용한 공정 방식을 제안하고, 실제 공정을 

통해 검증한다. 

 

Ⅰ. 서 론  

실리콘 나노와이어는 우수한 전기적, 광학적, 기계적 

특성을 지니고 있어 다양한 분야에서 활발한 연구가 

이루어지고 있다[1]. 다층 실리콘 나노와이어의 경우, 

높은 통합 밀도와 높은 surface-to-volume ratio 로 인해 

매우 민감한 특성을 가지고 있어 그 활용도가 높다[2-3]. 

본 논문에서는 deep reactive ion etching (DRIE) 만을 

활용하는 단순화된 수직 적층 나노와이어 제작 방식을 

제안한다. 

 

Ⅱ. 본론  

 
그림 1. 수직 적층 실리콘 나노와이어 제작 공정: (a) 

포토레지스트 코팅; (b) 실리콘 나노와이어를 위한 마

스크 패터닝; (c) BOSCH 공정을 이용한 실리콘 DRIE; 

(d) 제작된 수직 적층 실리콘 나노와이어 

그림 1 은 제안된 수직 적층 실리콘 나노와이어의 

개선된 Top-down 제작 공정도이다. 습식 산화로 

진행하던 수직 적층 실리콘 나노와이어의 분리를 

DRIE 만을 활용하여 진행하기 위해 DRIE 의 BOSCH 

공정 레시피를 조절한다. BOSCH 공정에서 부유된 

실리콘 나노와이어를 제작하기 위해 실리콘 식각 시간, 

platen power, 그리고 C4F8 가스 유량을 조정했다. 식각 

시간을 늘려 라디칼에 의한 등방성 식각을 증가시켜 

scallop 크기를 키웠고, platen power 를 높여 이온의 

에너지를 증가시켜 비등방성 식각을 강화했다. 동시에, 

C4F8 가스 유량을 늘려 폴리머 증착을 늘려 식각 

profile 을 수직으로 유지했다. 

 

Ⅲ. 결론  

 
그림 2. 제작된 실리콘 나노와이어 SEM 이미지: (a) 2×

80 어레이; (b) 3×20 어레이; (c) 4×12 어레이의 근접 측

면 이미지; (d) SiNW 표면의 근접 이미지 



실리콘 나노와이어의 치수와 구조적 안정성은 SEM 을 

사용하여 분석되었으며, 대표 이미지가 그림 2 에 

포함되어 있다. SEM 분석 결과, 그림 2 에서 확인할 수 

있듯이, 수정된 BOSCH 공정 레시피와 기존 MEMS 

lithography 기술을 활용하여 다양한 3 차원 실리콘 

나노와이어 어레이가 정밀하고 균일하게 제작된 것을 

확인하였다. 어레이는 두 개의 층(그림 2-(a)), 세 개의 

층(그림 2-(b)), 네 개의 층(그림 2-(c))으로 수직 적층된 

형태와 여러 줄의 실리콘 나노와이어를 특징으로 한다. 
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